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وریا ستعلن نتائج شھادة البكال
)الزمن الجمیل(على المذیاع

یارالمذیاع یشتغل بالت
المستمر

تیار المنزل...ولكن 
?!?!تیار متناوب

ولكن في كل مرة...سأشتري بطاریة
ھذا كثیر ...اخرج لاشتري بطاریة



:ـ ثنائي المساري1

:Pـ Nالصمام ھو عبارة عن شبھ ناقل یتكون من وصلة :ـ تعریف1

P    N K   A

:ـ الاستقطاب2

.قاطعة مغلوقة( وفیھ یسمح الصمام بمرور التیار اي انھ عابر:ـ الاستقطاب المباشر1 (

). قاطعة مفتوحة( وفیھ لا یسمح الصمام بمرور التیار اي انھ مسدود :ـ الاستقطاب غیر المباشر2

استقطاب مباشر استقطاب غیر مباشر

E E









ID:ـ خواص الصمام3 = f(VD) للصمام خاصیتین:

.وفیھا یكون الصمام عابر:ـ الخاصیة المباشرة1

.وفیھا یكون الصمام مسدود:ـ الخاصیة غیر المباشرة2
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:ـ نقطة التشغیل ومستقیم الدخول4
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یل                  نقطة التشغ

V0 ةالعتبتوتر



ةالعتبتوتر 



:ـ  الاستعمال  5
.اھم استعمالات الصمام ھي عملیة التقویم

:للاختیار الصمام ھناك میزتان أساسیتان ھما:ـ الاختیار

VRRM:توتر الانھیار( ـ التوتر العكسي الاعظمي للصمام 1 .ویحدد من طرف الصانع ویعطى على شكل جدول)

.ویحدد من طرف الصانع ویعطى على شكل جدولID:ـ تیار الاعظمي للصمام2

النوع  IDالتیار المتحمل VRRMالتوتر العكسي
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ظاھرة الانھیار للصمام

V-D1-VD2-VD3-VD4

-VD4
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-VD2

-VD1

-220√2v
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-100v

انھیار الوصلة

انھیار الوصلة

VRRM= 1000Vذو توتر انھیار الوصلة 1N4007الصمام   : مثال

100V -100V
500V -500V
800V -800V

1000 -1000V

انھیار الوصلة



•1N4933, 1N4934, 1N4935, 1N4936, 1N4937

:وثائق الصانع





















1N4007

Remplacement et équivalent Si vous travaillez sous 400V, vous pouvez utiliser 

1N4004, si sous 600V utilisez 1N4005, si 800V utilisez 1N4006, ils sont 

exactement les mêmes dans les autres valeurs de 1N4007. Mais si vous travaillez 

à plus de 800 V et en dessous de 1000 V, vous pouvez utiliser les diodes HER208, 

HER158, FR207, FR107 comme équivalents. Si vous travaillez au dessus de 1000 

V, vous pouvez utiliser EM520, EM513 et 1N5399 en remplacement.

Applications

• Alimentations

• Chargeurs de batterie

• Doubleurs de tension

• Adaptateurs

• Rectification

• Components protection

• Blocage de la tension d'entrée là où cela n'est pas nécessaire





 

المذیاع یشتغل بالتیار
12Vالمستمر تحت توتر 

التغدیة ...ولكن 
المستمرة المتوفرة 

16Vذات توتر 



:ـ صمام زینر2

لصماماتلTension De Claquageیوجد صمامات مصنوعة خصیصا لاستغلال ظاھرة الانھیار::ـ تعریف1
العادیة في الخاصیة العكسیة ، حیث ھذه الصمامات نستغل منھا الخاصیة العكسیة ، تدعى ھذه الصمامات

.صمامات زینر 

:ـ الرمز2

A                 K  

IZ:ـ خواص الصمام3 = f(VZ) للصمام خاصیتین:

.وفیھا صمام زینر یشبھ الصمام العادي:ـ الخاصیة المباشرة1

.وفیھا یختلف صمام زینر عن الصمام العادي:ـ الخاصیة غیر المباشرة2
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.صمام زینر ھي عملیة تثبت التوتراھم استعمالات:ـ الاستعمال 5

:ـ الرمز6



type Vzmin(V) Vzmax(V) Izmax(mA)

BZT52C2V4 2.2 2.6 192

BZT52C2V7 2.5 2.9 172

BZT52C3V0 2.8 3.2 156

BZT52C3V3 3.1 3.5 143

BZT52C3V6 3.4 3.8 132

BZT52C3V9 3.6 4.2 119

BZT52C4V3 4.0 4.6 109

BZT52C4V7 4.4 5.0 100

BZT52C5V1 4.8 5.4 93

BZT52C5V6 5.2 6.0 83

BZT52C6V2 5.8 6.6 76

BZT52C6V8 6.4 7.2 69

BZT52C7V5 7.0 7.9 63

BZT52C8V2 7.7 8.7 57

BZT52C9V1 8.5 9.6 52

BZT52C10V 9.4 10.6 47

BZT52C11V 10.4 11.6 43

BZT52C12V 11.4 12.7 39

BZT52C13V 12.4 14.1 35

BZT52C15V 13.8 15.6 32

BZT52C16V 15.3 17.1 29

BZT52C18V 16.8 19.1 26

BZT52C20V 18.8 21.2 24

BZT52C22V 20.8 23.3 21

BZT52C24V 22.8 25.6 20

BZT52C27V 25.1 28.9 17

BZT52C30V 28 32 16

BZT52C33V 31 35 14

BZT52C36V 34 38 13

زینربعض خواص صمام 







زینركیفیة التثبیت بواسطة صمام

RVzE

VR = Vz

| Iz5 | >> | Iz5 |

ولكن
Vz5 ≅ Vz1=Vz

غیرمجال تغیر التیار كبیر بینما مجال تغیر التوتر ص
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•Clarence Melvin Zener a été la première personne à décrire les propriétés électriques de 
Zener Diode. Clarence Zener était un physicien théoricien qui travaillait aux Bell Labs. À la 
suite de son travail, la diode Zener porte son nom. Il a d'abord postulé l'effet de panne

•qui porte son nom dans un article publié en 1934.



• Caractéristiques 1N4742 Diode Zener

• Tension nominale Zener: 12V

• La tolérance de tension Zener est de ± 10%

• Impédance Zener maximum à 21 mA: 9Ohm

• Impédance maximale de Zener à 0,25 mA: 700Ohm

• Power Dissipation: 1W

• Tension directe maximale à 200 mA: 1,2V

• Paquet - DO-41

• Poids: 0,35grammes

• Plage de températures de fonctionnement et de stockage: -65 à +175° C





ولكن ھل یستطیع ان 
وفي..یفعل دلك كل یوم

وحین ..الایام الشتاء 
!!یسقط الثلج

كل یوم یقوم المكلف 
بإشعال مصابیح الانارة 

?!?!العمومیة

الحـل



Light Dépendant Resistor ) :ـ المقاومات الضوئیة3 ) ( LDR ) Photo-Resistance.

ھي مقاومة حساسة للضوء حیث تتغیر مقاومتھا بتغیر شدة الإضاءة أي أنھا تنقص قیمتھا عندما:ـ تعریف1

او) sulfure de cadmium)CDSتزداد شدة الإضاءة وھي تصنع من مواد حساسة للضوء مثل 

séléniure de cadmium)CDSE(.

R = f(E):ـ المنحنى 2

E(LUX)

R(kΩ)

:ـ الرمز3

E(lux)



:ـ الاستعمال4

.ـ قیاس شدة الإضاءة1

.ـ الإضاءة الإلیة للطریق2







الإنارة العمومیة



سیارتي جملیة 
...ولكنھا تسخن..

ولكن كیف لي ان اعرف ...
ربما سأفتح..درجة الحرارة 

الغطاء في كل مرة واضع 
یدي على المحرك للأعرف 

?!?!درجة الحرارة

0C



:ـ مقاومات حراریة4 Thermistances :ھي مقاومات غیر خطیة تتأثر مقاومتھا بتغیر درجة الحرارة ومنھا:

(Cœfficient De Température Négatif ) :ـ مقاومات1 : CTN

.ھذه المقاومات تتغیر عكسیا مع درجة الحرارة:ـ تعریف1

R = f(θ0):ـ المنحنى2

-θ0c

R(Ω)
جھاز قیاس المقاومة

جھاز قیاس درجة الحرارة

CTN+ مسخن 







Résistance PTC PC B750









:ـ الرمز3

-θ0c

:ـ الاستعمال4

)قیاس درجة حرارة الماء في السیارة( ـ قیاس درجة الحرارة وضبطھا 1
.ـ التأجیل في الأجھزة الكھربائیة2

.ـ الإنذار بالحرائق3





ئیةوالكھرباالكھرومنزلیةعندما ترتفع درجة الحرارة تشتغل المروحة كما ھو الحال في الأجھزة 
.من اجل حمایة ھذه الأجھزةCTNبتأثیر من المقاومة الحراریة  



:CTP :( Cœfficient De Température Positif)ـ مقاومات2
.ھذه المقاومات تتغیر طردیا مع درجة الحرارة:ـ تعریف1

R = f(θ0)R(Ω):ـ المنحنى2

θ0c :ـ الرمز3

θ0c

:ـ الاستعمال4

.ـ الحمایة الحراریة للالات1

+ t

220 V

.ـ حمایة لف الالات2

.ـ انذار بالحرارة العالیة3



Thermistances
Gamme de températures des thermistances PTC les plus courantes :
– De 90 à 160°C, par échelon de 10 °C.
La courbe R = f (Ɵ), caractéristique d’une sonde PTC est définie par la norme IEC 
60947-8.



Les CTN sont fabriquées à base d’oxydes de métaux de transition (manganèse, cobalt, cuivre et nickel). Ces 
oxydes sont semi-conducteurs.
Les CTN peuvent être utilisées dans une large plage de températures, de −200 °C à + 1 000 °C, et elles
sont disponibles en différentes versions : perles de verre, disques, barreaux, pastilles, rondelles, puces etc. Les 
résistances nominales vont de quelques ohms à une centaine de kOhms. Le temps de réponse dépend du volume 
de matériau utilisé.
Les CTP peuvent être utilisées comme détecteur de température, pour protéger des composants (moteurs, 
transformateurs) contre une élévation excessive de la température et comme protection contre des surintensités.



•Platine PT100/1000





من اجل حمایة لفات 
من اجل قیاس درجة حرارة المحول

الخارجیة للسیارة



ھذه لھا ملتقط من نوع خاص

Utilisation du capteur thermopile MLX90247

CTN الخاصة بعلبة
التغذیة للحاسوب



ھذا مستحیل ...ولكن 
!?!?

.....اه لقد وجدتھا

سأضع على ھذه الدارة 
الالكترونیة مجموعة من 

القواطع من اجل التحكم فیھا



:ـ المقحل ثنائي القطب5

PNPاو NPNھوشبھ ناقل یتكون من وصلتین:ـ تعریف1

P   N    PN   P   N B

C

E

B

C

E

B : القاعدةBASE

C :الجامعCOLLECTEUR

E :الباعثEMETTEUR





:ـ تیارات وتوترات المقحل 2
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Iحتى یمر التیار عبر المقحل أي من  :ـ عمل المقحل3
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:خاصیتینمقحل لل:ـ خواص المقحل 4

.یشبھ الصمام العاديالمقحل وفیھا :الدخولـ الخاصیة 1

.یتزاید التیار إلى أن یثبت تقریباوفیھا :الخروجـ الخاصیة 2

RC

RB

EB

EC

V

µA
I

B

I
C

VBE

VCE

mA

V

IB( mA) 0 0.3 0.4 0.59 0.66 0.68 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75
VBE ( V ) 0 0 0 0 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.09 0.12 0.2

IC ( mA) 0 0.03 0.05 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09

VCE ( V ) 0 0.06 0.08 0.11 0.17 1.2 1.9 2.4 3.5 4.4 5.2 6.1

I :ـ خاصیة الدخول1
B

= f(V
BE

)

IB

VBE

خاصیة الدخول

I :ـ خاصیة الخروج2
C
= f(V

CE
)
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VCE

خاصیة الخروج





I: ونقطة التشغیلمعادلة مستقیم الدخولـ3
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I: الخروج ونقطة التشغیلمعادلة مستقیم ـ3
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:ـ الاستعمال5

في الدارات الالكترونیة) نظام التبدیل( ـ التحكم في فتح وغلق الدارات 1
.ـ التضخیم2

VCE=Vcc



وثائق الصانع

BC 547 : Transistor au silicium référence 547 de faible puissance ou audio

BPW34 : Photo-diode au silicium référence W34 .

BTA 10/400B : Triac au silicium 10A 400V 





وثائق الصانع















•Vcc



.Vs= 15Vاذا كان  RBاحسب قیمة المقاومة 

.Icاحسب قیمة التیار 

.RAKاحسب قیمة المقاومة 



Determine the Q point of the transistor circuit shown in Fig. 16. Also draw the d.c. load
line. Given β= 200 and VBE =0.7V .



In order to draw the d.c. load line, we need two end points

.

When IC = 0, VCE = VCC = 20V. This locates the point B of the load line on the collector-emitter 
voltage axis as shown in Fig. 17.
When VCE = 0, IC = VCC / RC = 20V/330Ω = 60.6 mA.
This locates the point A of the load line on the collector current axis.
By joining these two points, d.c. load line AB is constructed as shown in Fig. 17.

















VCE=Vcc















وثائق الصانع
Transistors CMS (Composants Miniatures de Surface).

Quelques noms de boitier: SOT223, SOT23 

Exemples de references courantes: NPN: BC847, BC817; PNP: BC857, BC807

Transistors à usage general: commutation, amplification, ... (pour les courants faibles)

Quelques noms de boitier: TO92

Exemples de references courantes: NPN: BC547, BC548, BC549, BC337; PNP: BC557, BC558, BC559, BC327

Transistors faible bruit (pour l'audio) et haute frequence. (Les transistors à boitier metallique ne sont plus tres courants)

Quelques noms de boitier: TO18, TO72, TO5, TO39, SOT37

Exemples de references courantes: NPN: 2N2222, 2N2219; PNP: 2N2907, 2N2905

Transistors faible bruit (pour l'audio) et haute frequence. (Les transistors à boitier metallique ne sont plus tres courants)

Quelques noms de boitier: TO18, TO72, TO5, TO39, SOT37

Exemples de references courantes: NPN: 2N2222, 2N2219; PNP: 2N2907, 2N2905

Transistors de moyenne puissance (Ce type de boitier est tres peu utilise)

Quelques noms de boitier: TO202

Exemples de references courantes: NPN: BF869; PNP: BF870

Transistors de moyenne puissance (ils dissipent un peu plus que les transistors precedents: quelques dizaines de watts)

Quelques noms de boitier: TO220

Exemples de references courantes: NPN: BD241, TIP31; PNP: BD242, TIP32

Transistors a forte dissipation (de l'ordre de la centaine de watts)

Quelques noms de boitier: TOP3, TO264, SOT39, ...

Exemples de references courantes: NPN: BD249; PNP: BD250

Transistor à forte dissipation (plusieur centaines de watts)

Quelques noms de boitier: TO3

Exemples de references courantes: NPN: 2N3055; PNP: 2N2955

Quelques vieux transistors (celui qui est en haut à gauche est un transistor au germanium, matériau maintenant abandonné 

au profit du silicium)

Quelques noms de boitier: je n'en sais rien

Exemples de references: AC181





:ـ المكثفات6
.ھي عبارة عن لبوسین یفصل بینھما عازل:ـ تعریف1

:ـ تمثیل2

ناقل

العازل

ناللبوسی

العازل

ناللبوسی

ناقل

:ـ الرمز3

C

:ـ شحن وتفریغ المكثفة4

R
A

E

VC

1 2



:ـ شحن المكثفة1

R
A

E

VC

1 2

ةبالتالي یتم تشحین المكثف، 1المبدل یكون في الوضعیة 

 :بالعلاقة التالیةوتعطى  سعة المكثفة

C = 
E

Q

C :سعة المكثفة ووحدتھا فاراد( F ) 

Q :كمیة الكھرباء ووحدتھا كولوم

E :التوتر المطبق ووحدتھ الفولط.

VC:أـ منحنى الشحن = f(t)

E

VC

t

:وویتم وفق العلاقة التالیة

VC = E( 1 – e-t/RC)

:حیث 
e1 = 2.71

(ثابت الزمن) τ = RC

t = τ

τ 2τ

87%

63%

VC=63%.E







V:ب ـ منحنى التفریغ
C

= f(t) ةالمكثفتفریغبالتالي یتم ، 2المبدل یكون في الوضعیة

R
A

E

VC

1 2

E

VC

t

و یتم وفق العلاقة التالیة

VC = E . e-t/RC

E:ج ـ منحنى شحن وتفریغ المكثفة

VC

t







R C



R

C











)  رادیوال(مكثفة متغیرة توجد في المذیاع
الاختیار الإذاعة المراد الاستماع إلیھ



•Le transistor PNP complémentaire au BC140 est le BC160



•ComplémentairePNP:PNP Complémentaire BC558



• Caractéristiques du transistor bipolaire BD136
• Type - PNP
• Tension collecteur-émetteur: -45 V
• Tension de base du collecteur: -45 V
• Tension émetteur-base: -5 V
• Courant du collecteur: -1,5 A
• Collector Dissipation - 12.5 W
• Gain de courant CC (hfe) - 40 à 250
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150 ° C
• Paquet - TO-126



• Caractéristiques du transistor bipolaire BD207

• Type - NPN

• Tension collecteur-émetteur: 60 V

• Tension de base du collecteur: 70 V

• Tension émetteur-base: 5 V

• Courant du collecteur: 10 A

• Collector Dissipation - 90 W

• Gain de courant CC (hfe) – 30

• Fréquence de transition - 2 MHz

• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150 ° C

• Paquet - TO-127

•Le transistor PNP complémentaire au BD207 est le BD208



• Caractéristiques du transistor bipolaire BD245C

• Type - NPN

• Tension collecteur-émetteur: 100 V

• Tension de base du collecteur: 115 V

• Tension émetteur-base: 5 V

• Courant du collecteur: 15 A

• Collector Dissipation - 80 W

• Gain de courant CC (hfe) - 40

• Fréquence de transition - 3 MHz

• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150 ° C

• Paquet - TO-3P

•Le transistor PNP complémentaire au BD245C est le BD246C





• Caractéristiques du transistor bipolaire BU204 Type - NPN

• Tension collecteur-émetteur: 600 V

• Tension collecteur-base: 1300 V

• Tension émetteur-base: 5 V

• Courant du collecteur: 2,5 A

• Collector Dissipation - 36 W

• Gain de courant CC (hfe) - 2

• Fréquence de transition - 4 MHz

• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +115 ° C

• Paquet - TO-3

• Caractéristiques du transistor bipolaire BSR41 Type - NPN

• Tension collecteur-émetteur: 60 V

• Tension de base du collecteur: 70 V

• Tension émetteur-base: 5 V

• Courant du collecteur: 1 A

• Collector Dissipation - 1.35 W

• Gain de courant CC (hfe) - 100 à 300

• Fréquence de transition - 100 MHz

• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150 ° C

• Paquet - SOT-89



• Caractéristiques du transistor bipolaire DXT2222A
• Type - NPN
• Tension collecteur-émetteur: 40 V
• Tension collecteur-base: 75 V
• Tension émetteur-base: 6 V
• Courant du collecteur: 0,6 A
• Collector Dissipation - 1 W
• Gain de courant CC (hfe) - 100 à 300
• Fréquence de transition - 300 MHz
• Figure de bruit - 4 dB
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150 ° C
• Paquet - SOT-89
• Électriquement similaire au populaire 2N2222A (/bipolar-transistors/2n2222a)

•Le transistor PNP complémentaire au DXT2222A est le DXT2907A



• Caractéristiques diode 1N4936

• Tension inverse de crête maximale récurrente - 400V

• Courant de sortie direct moyen maximum - 1A

• Chute de tension directe maximale par élément à 1,0 A CC - 1,3V

• Temps de récupération inverse maximum - 150ns

• Capacité de jonction typique 15pF

• Paquet - DO-41

• Poids 0,33grammes

• Plage de températures de fonctionnement et de stockage -65 ... + 150° C



• Caractéristiques du transistor bipolaire 2N6672
• Type - NPN
• Tension collecteur-émetteur: 350V
• Tension collecteur-base: 550V
• Tension émetteur-base: 8V
• Courant du collecteur: 8A
• Collector Dissipation - 150W
• Gain de courant CC (hfe) - 10à 40
• Fréquence de transition - 60MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +200° C
• Paquet - TO-3

• Caractéristiques du transistor bipolaire 2N6728
• Type - PNP
• Tension collecteur-émetteur: -60V
• Tension de base du collecteur: -60V
• Tension émetteur-base: -5V
• Courant du collecteur: -2A
• Collector Dissipation - 2W
• Gain de courant CC (hfe) - 50à 250
• Fréquence de transition - 50MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150° C
• Paquet - TO-237



•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SA1006
• Type - PNP
• Tension collecteur-émetteur: -180V
• Tension de base du collecteur: -180V
• Tension émetteur-base: -5V
• Courant du collecteur: -1,5A
• Collector Dissipation - 25W
• Gain de courant CC (hfe) - 60à 320
• Fréquence de transition - 80MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
• Paquet - TO-220

• Caractéristiques du transistor bipolaire 2SA1007
• Type - PNP
• Tension collecteur-émetteur: -130V
• Tension de base du collecteur: -150V
• Tension émetteur-base: -5V
• Courant du collecteur: -10A
• Collector Dissipation - 100W
• Gain de courant CC (hfe) - 40à 320
• Fréquence de transition - 50MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150° C
• Paquet - TO-3

• Car actéristiques du tr ansistor bipolaire 2SA1025
• Type - PNP
• T ension collecteur-émetteur: -60V
• T ension de base du collecteur: -60V
• T ension émetteur-base: -5V
• Courant du collecteur: -0,1A
• Collector Dissipation - 0.4W
• Gain de courant CC (hfe) - 250à 800
• Fréquence de transition - 90MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
• Paquet - TO-92



•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SB555-O
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 140V
•Tension de base du collecteur: 140V
•Tension émetteur-base: 5V
•Courant du collecteur: 12A
•Collector Dissipation - 100W
•Gain de courant CC (hfe) – 70 à 140
•Fréquence de transition - 6MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150° C
•Paquet - TO-3

•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SB996
•Type - PNP
•Tension collecteur-émetteur: -80V
•Tension de base du collecteur: -80V
•Tension émetteur-base: -5V
•Courant du collecteur: -4A
•Collector Dissipation - 30W
•Gain de courant CC (hfe) – 40 à 240
•Fréquence de transition - 9MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
•Paquet - TO-220F



•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC1061
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 50V
•Tension de base du collecteur: 50V
•Tension émetteur-base: 4V
•Courant du collecteur: 3A
•Collector Dissipation - 25W
•Gain de courant CC (hfe) - 35à 320
•Fréquence de transition - 5MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
•Paquet - TO-220

•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC1080
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 100V
•Tension de base du collecteur: 100V
•Tension émetteur-base: 5V
•Courant du collecteur: 12A
•Collector Dissipation - 100W
•Gain de courant CC (hfe) - 40à 140
•Fréquence de transition - 4MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150° C
•Paquet - TO-3

•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC1368
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 25V
•Tension de base du collecteur: 25V
•Tension émetteur-base: 5V
•Courant du collecteur: 1,5A
•Collector Dissipation - 8W
•Gain de courant CC (hfe) - 60à 320
•Fréquence de transition - 180MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
•Paquet - TO-126



•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC3324-GR
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 120V
•Tension de base du collecteur: 120V
•Tension émetteur-base: 5V
•Courant du collecteur: 0,1A
•Collector Dissipation - 0.15W
•Gain de courant CC (hfe) - 200à 400
•Fréquence de transition - 100MHz
•Figure de bruit - 0,5dB
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
•Paquet - SOT -23

•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC3438
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 100V
•Tension de base du collecteur: 100V
•Tension émetteur-base: 5V
•Courant du collecteur: 0,5A
•Collector Dissipation - 0.5W
•Gain de courant CC (hfe) - 55à 300
•Fréquence de transition - 130MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
•Paquet - SOT -89

•Caractéristiques du transistor bipolaire 2SC3858-O
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 200V
•Tension de base du collecteur: 200V
•Tension émetteur-base: 6V
•Courant du collecteur: 17A
•Collector Dissipation - 200W
•Gain de courant CC (hfe) - 50à 100
•Fréquence de transition - 20MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C



• Type de colis: TO-92
• Type de transistor: NPN
• Courant maximum du collecteur (IC): 500mA
• Tension max collecteur-émetteur (VCE): 30 V
• Tension maximale du collecteur-base (VCB): 30 V
• Tension maximale de l'émetteur-base (VEBO): 5V
• Dissipation maximale du collecteur (Pc): 625 miliWatt
• Fréquence de transition maximale (fT): 150 MHz
• Gain de courant CC minimum et maximum (hFE): 110-800
• La température maximale de stockage et de fonctionnement doit être: -55à +150 centigrades

• Caractéristiques /Spécifications techniques
• Type de colis: TO-92
• Type de transistor: PNP
• Courant maximum du collecteur (IC): -100mA
• Tension max collecteur-émetteur (V CE): -30V
• Tension maximale du collecteur-base (VCB): -30V
• Tension maximale de l'émetteur-base (VBE): -5V
• Dissipation maximale du collecteur (Pc): 500 Milliwatt
• Fréquence de transition maximale (fT): 100 MHz
• Gain de courant CC minimum et maximum (hFE): 110 à 800
• La température maximale de stockage et de fonctionnement doit être: -65 à +150 centigrades
• Complémentaire NPN Le complément NPN de BC558 est BC548



•Caractéristiques du transistor bipolaire BC817-25W
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 45V
•Tension de base du collecteur: 50V
•Tension émetteur-base: 5V
•Courant du collecteur: 0,5A
•Collector Dissipation - 0.2W
•Gain de courant CC (hfe) - 160à 400
•Fréquence de transition - 100MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150° C
•Paquet - SOT -323

•Caractéristiques du transistor bipolaire BCP54
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 45V
•Tension de base du collecteur: 45V
•Tension émetteur-base: 5V
•Courant du collecteur: 1A
•Collector Dissipation - 1.5W
•Gain de courant CC (hfe) - 40à 250
•Fréquence de transition - 100MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
•Paquet - SOT -223

•Caractéristiques du transistor bipolaire BCV27
•Type - NPN
•Tension collecteur-émetteur: 30V
•Tension de base du collecteur: 40V
•Tension émetteur-base: 10V
•Courant du collecteur: 1,2A
•Collector Dissipation - 0.35W
•Gain de courant CC (hfe) - 10000
•Fréquence de transition - 220MHz
•Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
•Paquet - SOT -23



• Caractéristiques du transistor bipolaire BCX19
• Type - NPN
• Tension collecteur-émetteur: 45V
• Tension de base du collecteur: 50V
• Tension émetteur-base: 5V
• Courant du collecteur: 0,5A
• Collector Dissipation - 0.3W
• Gain de courant CC (hfe) - 100à 600
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +150° C
• Paquet - SOT -23

• Caractéristiques du transistor bipolaire BCX56
• Type - NPN
• Tension collecteur-émetteur: 80V
• Tension de base du collecteur: 100V
• Tension émetteur-base: 5V
• Courant du collecteur: 1A
• Collector Dissipation - 1.2W
• Gain de courant CC (hfe) - 63à 250
• Fréquence de transition - 130MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +150° C
• Paquet - SOT -89

• Caractéristiques du transistor bipolaire BD130
• Type - NPN
• Tension collecteur-émetteur: 60V
• Tension de base du collecteur: 100V
• Courant du collecteur: 15A
• Collector Dissipation - 100W
• Gain de courant CC (hfe) - 20à 70
• Fréquence de transition - 1MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -55 à +200° C
• Paquet - TO-3





• Caractéristiques du transistor bipolaire MJ2841
• Type - NPN
• Tension collecteur-émetteur: 80V
• Tension de base du collecteur: 80V
• Tension émetteur-base: 4V
• Courant du collecteur: 10A
• Collector Dissipation - 150W
• Gain de courant CC (hfe) - 20à 100
• Fréquence de transition - 20MHz
• Plage de températures de jonction de fonctionnement et de stockage -65 à +200° C
• Paquet - TO-3





• Désignation de type: 2N3025
• Matériel de transistor: Si
• Polarité: PNP
• Dissipation de puissance maximale du collecteur (Pc): 25 W
• Tension maximale du collecteur-base | Vcb |: 45 V
• Tension maximale collecteur-émetteur | Vce |: 45 V
• Tension maximale de l'émetteur-base | Veb |: 4 V
• Courant maximal du collecteur | Ic max |: 3 A
• Max. Température de jonction de fonctionnement (Tj): 175 ° C
• Fréquence de transition (ft): 60 MHz
• Rapport de transfert de courant direct (hFE), MIN: 50
• Figure de bruit, dB: -Paquet: TO3

•NPN Complémentaire 2N5551



Circuit de commutation de relais NPN

Le circuit de commutation de relais à transistor NPN précédent est idéal pour la commutation de 

petites charges telles que les LED et les relais miniatures. Mais parfois, il est nécessaire de 

commuter des bobines de relais plus grandes ou des courants au-delà de la plage d'un 

transistor BC109 à usage général



•Circuit de commutation de relais PNP

•Le circuit de transistor PNP fonctionne à l'opposé du circuit de commutation de relais NPN. Le 

courant de charge circule de l'émetteur au collecteur lorsque la base est polarisée en direct 

avec une tension plus négative que celle de l'émetteur. Pour que le courant de charge des relais 

circule à travers l'émetteur vers le collecteur, la base et le collecteur doivent être négatifs par 

rapport à l'émetteur
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